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はじめに：本研究では、真空蒸着中のその場 X線回折測

定と電流-電圧特性の測定を同時に可能とする装置を用い

て、有機半導体薄膜の被覆率と OTFT のソース・ドレイン

電流(ISD)との関係を調べた。 

実験：有機材料は、2-5-Bis[p-(hexylphenyl)vunil]-thieno[3,2-

b]thiophene(DH-DSTT)を用いた [1]。基板には電極をあらか

じめ蒸着した熱酸化膜付き Siウエハを用いた。Figure 1 に

本実験の概要を示す。ゲート・ソースおよびソース・ドレ

インに電圧を印加した状態で蒸着を開始し、ISDの計測と X

線回折測定を同時に行った。使用した X 線のエネルギーは

12.40 keV、基板に対して 0.12˚で入射し X線はチャネル間

に照射した。実験は SPring-8 BL19B2 にて行った。 

結果： Figure 2 に、蒸着時間と散漫散乱強度および ISD

の関係を示す。蒸着時間の増加にともなって散漫散乱強度

は振動し、蒸着時間 1780 s(図中の点線部)で急激に ISDが増

加しはじめることが分かった。得られた散漫散乱強度と

01L 回折の強度から各蒸着時間での DH-DSTT 薄膜の被覆

率を推定した。Figure 3 に、1 層目の推定被覆率および ISD

と蒸着時間の関係を示す。散漫散乱強度から推定される ISD

が増加し始める被覆率は 47 %であることが明らかとなっ

た。乱雑に配置される二次元の臨界浸透確率は約 43 %であ

ることが報告されており[2]、得られた被覆率と良い一致が見られる。したがって、被覆率と電気

伝導の関係は二次元浸透伝導によって説明することができると考えられる。 
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Fig.1. Geometry of the 2D-GIXD measurement set up. 

 

Fig.2. The thickness dependence of the intensity of 

diffuse scattering along the 2z axis and s ISD during 

deposition. 

 

Fig.3. The correlations of ISD and 1st layer coverage 

resulting from a fit to the diffuse scattering. 
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